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【緒言】SiCバルク単結晶育成法の一つであるフラックス法では、Siに金属を添加した多元組成の金属
フラックスを用いた研究が行われてきた[1]。良好な結晶成長の実現には各フラックス成分の効果を精査

する必要があるが、バルク成長での広範な調査は難しい。そこで当研究室では、バルクでのフラック

ス法を簡易的に模した、独自開発した気相薄膜成長法（フラックスエピタキシー法）によるフラック

ス効果の検証を試みてきた[2, 3]。本発表では、基板とフラックスとの反応および成長挙動をリアルタイ

ム観察するため[4]、高温真空レーザー顕微鏡（HV-LM）を用いて基板背面から SiC基板/Si-Niフラック
スの界面観察を試みたので報告する。 
【実験方法】PLD法（KrFエキシマレーザー、λ=248 nm）を用いて、4H-SiC基板(0001)(on-axis)基板
上に Si-33%Niフラックス、次いで SiC膜(1000nm)を真空下、室温で堆積（10 Hz、2.8 J/cm2）した。作

製した試料は Nd:YAG レーザー（λ=1064 nm）を用いて真空下で 1200℃まで加熱をしながら、基板/
フラックス界面を基板背面から HV-LMで観察した。またフッ硝酸によるフラックス除去後に LMおよ
び原子間力顕微鏡（AFM）による表面観察を行った。 
【結果と考察】SiC基板とフラックスとの反応挙動を観察するため、 
フラックス薄膜のみ堆積した試料の 1200℃における基板/フラック 
ス界面の LM像を Fig. 1(a)に示す。900℃以降にフラックスが凝集し 
液滴を形成した後（白丸部）、液滴との界面部において 1200℃付近 
から界面形状の変化が観察された。フラックス除去後の表面観察か 
ら、フラックスの量に比例した基板のエッチバックを確認した。基 
板との反応が観察されたこの温度は、Si-Niフラックスを介した SiC 
薄膜エピタキシャル成長時の最適温度とほぼ一致した [3]。また、フ 
ラックス薄膜及び SiC薄膜を堆積した試料の 1200℃における界面の 
LM像を Fig. 1(b)に示す。フラックス薄膜のみとは異なる界面形状が 
観察され、粒界を伴った SiCの成長を確認した。これらの結果から、 
HV-LMを用いて基板背面から基板/フラックス界面観察をすること 
で、基板とフラックスとの反応性および成長界面の観察が可能とな 
った。 
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Fig. 1 HV-LM images for interface 
between flux and SiC substrates   
at 1200℃; (a) Si2Ni / SiC (0001), 
(b) SiC / Si2Ni / SiC (0001). 
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